
a面 GaNテンプレート上 ZnO膜における酸素分圧効果 

Oxygen partial pressure effect of ZnO thin films  
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酸化亜鉛（ZnO）のデバイス化にむけて近年無極性面（a面）が盛んに研究されている。これま

でに MBE、PLD、ALD そして CVDと様々な方法で成長の報告がなされてきた。これらの多くは

サファイア基板上に成膜する例が多く、一方の軸が格子整合によりエピタキシャル成長をするも

のの、面内のもう一方の軸においてはミスフィットが大きくエピしづらいという問題があった。

これまで我々は、水素雰囲気下において DEZn を Zn 源、N2O を O 源として MOCVD 法を用いた

ZnO 膜を成長し、通常 c面成長においては Zn；O を 1 対 50とし、基板温度を 400±3℃に制御す

ることで平坦性成長することを報告してきた。さらにこの現象は c 面成長のみならず他の面にお

いても同様であることを前回までに報告した。しかしながら a面成長においては PLや電気特性に

おいて、酸素欠損が多く、結晶性も c 面に比べ高くないことが分かっている。そこで本実験では

成膜時の酸素分圧に注目し a面 ZnO成長の条件の最適化とそれによる特性の向上を試みたのでこ

れを報告する。 

図 1は a面GaNテンプレート上に形成

した a面 ZnO膜の室温 PLスペクトルの

結果である。これまでは酸素源である

N2Oガスを従来の 5sccmから減少させる

ことにより欠陥発光は同様の低いレベ

ルであるが ZnO バンド端発光が増大し

ていることが分かる。またこの時、XRD

の結果から 110面のωロッキングは異方

性無く、いずれの方向においても 0.3°

（約 1000 arcsec）程度まで減少する。従

って PL の結果は結晶性の向上を反映し

たものと思われる。平坦性についても

RMS 0.63 nmである。 

本研究は JST A-step「Si基板上の超低消費電力緑色 ZnO-LED の作製」の支援を受け実験を行っ

た。 

[1] Y. Harada et al., JSAP-MRS joint Symposia 2013, M6-9. 
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図 1. a面GaNテンプレート上の ZnO膜の室温 PLス

ペクトルの N2O流量依存性 
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